中国科学院青年创新促进会

入会申请表
申 请 人：        王海龙            
所在单位：  中国科学院半导体研究所  

从事专业：      凝聚态物理          
学 科 组：      数理天文组          
请从以下学科组中选择：数理天文组、化学材料组、生命医学组、工程装备组、信息技术组、地球环境组
申请日期：    2020年10月25日       
中国科学院人事局
2019年制
说    明
1、 请申请人实事求是地填写表中各项内容。
2、 申请者需提供专利证书复印件、获奖证书复印件及其他本人认为重要的相关材料。
3、 填报材料中请勿涉及秘密内容。
	姓    名
	王海龙
	性别
	男

	出生日期
	1987年6月5日
	专业技术

职务
	副研究员

	行政职务
	无
	到本单位

工作时间
	2016年11月

	最高学历

/学位
	研究生/博士
	最高学位

授予单位
	中国科学院大学

	从事专业
	凝聚态物理
	办公电话
	010-82305174

	电子邮件
	allen@semi.ac.cn
	手机号码
	13401104817

	教育经历
	（从大学起，按时间正序填写）

起止时间               单位             专业        学历学位

2005.09-2009.07     北京大学          物理         学士

2009.09-2014.07   中国科学院大学   凝聚态物理      博士

	工作经历
	（请按照时间正序填写全职经历）
起止时间               单位                   职务职位
2014.07-2014.10      中科院半导体所       助理研究员

2014.11-2016.10      中科院物理所         博士后

2016.11 -至今        中科院半导体所       副研究员



	主要学术思想及贡献（不超过200字）

	致力于半导体自旋电子学研究10余年，主要成果包括：(1) 基于SQUID系统设计并搭建了磁电同步测量实验平台，利用该设备在磁性半导体 (Ga,Mn)As薄膜中实现了居里温度的超大幅度电场调控；(2) 首次在GaAs上外延出了立方相NiMnAs薄膜和拓扑磁性半导体薄膜；(3) 在MnAs/GaAs薄膜中首次观察到电流诱导的各向异性Berry相位效应，揭示了晶面取向在温度依赖Berry相位效应中扮演的关键作用。在Nature Nanotech.、Phys. Rev. Lett.、Nano Lett.、Adv. Mater.等期刊发表论文40余篇；在研项目3项；邀请报告7次。



	承担科研项目的情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	项目名称
	项目性质

及来源
	起止时间
	经费来源

及额度
	担任角色

	1
	高迁移率Cd3As2薄膜在III-V族半导体上的分子束外延生长及其磁性掺杂
	国家自然科学基金委/青年基金
	2018.01-2020.12
	基金委拨款

30万元
	项目负责人

	2
	垂直各向异性磁性半导体研究
	国防科技创新特区163计划项目

（公开项目）
	2018.11-2019.11
	科技委拨款

50万元
	项目负责人

	3
	能带剪裁半导体自旋电子材料
	国家重点研发计划项目
	2017.07-2021.06
	科技部拨款

160万元（项目拨款1942万元）
	研究骨干

	4
	基于半导体二维电子气的高精度人体弱磁探测研究
	国家自然科学基金委/重点项目
	2019.01-2023.12
	基金委拨款

310万元
	研究骨干

	5
	
	
	
	
	

	发表论文情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	论文题目
	期刊或国际

会议名称
	卷期
	发表

时间
	是否被

SCI\EI收录
	他引

次数
	作者

排序

	1
	Electric-field assisted switching of magnetization in perpendicularly magnetized (Ga,Mn)As films at high temperatures
	JOURNAL OF PHYSICS D - APPLIED PHYSICS
	50卷025003
	2017
	SCI收录
	4
	第一

作者

	2
	Control of magnetism in dilute magnetic semiconductor (Ga,Mn)As films by surface deconration of molecules
	FRONTIERS IN PHYSICS
	4卷

9号
	2016
	SCI收录
	8
	第一

作者

	3
	Enhancement of the Curie temperature of ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As
	SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
	56卷

99页
	2013
	SCI收录
	15
	第一

作者

	4
	Electrical generation and control of the valley carriers in a monolayer transition metal dichalcogenide
	NATURE

NANOTECHNOLOGY
	11卷

598页
	2016
	SCI收录
	139
	第三

作者

	5
	Evidence for Structural Phase Transitions Induced by the Triple Phase Line Shift in Self-Catalyzed GaAs Nanowires
	NANO LETTERS
	12卷

5436页
	2012
	SCI收录
	62
	第二

作者

	出版著作情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	著作名称
	出版时间
	出版社
	撰写

章节
	作者排序

	1
	《自旋电子学导论》
	2013年
	科学出版社
	第十七章《III-V族磁性半导体》
	第二作者

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	取得专利情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	专利保护期
	专利名称
	授权

国家
	类别
	专利发明人

	1
	2014.4.16-2034.4.15


	用于磁学和电学性质同步测量的SQUID密封腔系统
	中国
	发明

专利
	赵建华 王海龙

	2
	2014.10.17-2034.10.16


	一种获得厚度大于10nm的室温铁磁性(Ga,Mn)As薄膜的方法
	中国
	发明

专利
	赵建华 王海龙

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经费预算（单位：万元）

	预算年度

科目名称
	第一年度
	第二年度
	第三年度
	第四年度
	总计

	学术交流
	6
	6
	6
	6
	24

	学术培训
	2
	2
	2
	2
	8

	人员费用
	12
	12
	12
	12
	48

	
	
	
	
	
	

	合计
	20
	20
	20
	20
	80

	本人科研诚信承诺
	本人认同中国科学院创新价值理念，接受中国科学院青年创新促进会相关章程。

本人承诺在中国科学院青年创新促进会的实施（包括人才项目申报、评审答辩、项目执行、资源汇交、经费验收、评估考核等）过程中提交材料的真实性和准确性，遵守科学道德和诚信要求，不发生下列科研不端行为：

1. 在教育背景、工作经历、研究基础、科研成果等方面提供虚假信息；

2. 抄袭、剽窃他人科研成果；

3. 捏造或篡改科研数据；

4. 一稿多投/不正当署名/一个学术成果多篇发表；

5. 违反保密/科研经费管理相关规定；

6. 探听评审专家信息和未经公开的评审信息，请托游说、干扰项目评审；

7. 其他科研不端行为。

如本人被举报在中国科学院青年创新促进会实施中存在科研不端行为，将积极配合相关调查机构组织开展的调查。

本人签字：              年   月   日



	单位

推荐意见
	单位负责人（法定代表人）签字：           公章

                                       年   月   日

	青促会

理事会

意见
	             理事长（签字）：                      

                                       年   月   日


5

